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［はじめに］岩塩構造酸化マグネシウム亜鉛(RS-MgxZn1-xO)は、DUV、VUV 域の半導体発光材料

として期待される。これまでにミスト CVD 法により MgO 組成 0.5<x<0.95 の RS-MgZnO 薄膜を

製作し[1]、DUV、VUV 域での発光を報告してきた[1,2]。しかし、MgO に ZnO を 5%混晶化させ

た試料の発光ピークは 199 nmであり、0.7~0.8 eVの大きなストークス様シフトがある[3]。そのた

め、200 nm以下での発光波長の制御ができていない。そこで本研究では、ストークス様シフトの

原因究明と改善に向け、ZnO モル分率が 1%以下程度となるように MgO へ Zn をドープした薄膜

の発光特性を調査した。 

［実験］ミスト CVD 法により MgO(100)基板上に RS-MgxZn1-xO を成長した。成長温度は 700ºC

とし、前駆体溶液のMgと Zn 比を 990:10から 100:0 まで、0.1%ずつ変化させた試料を製作した。

成長時間は 1 hとし、膜厚は 750 nm程度であった。VUV 域の CL 測定では、光路を窒素で置換し

た VUV分光システムを用いた。また、比較としてMgO基板の CL測定を行った。 

［結果と考察］図 1 にMgO 基板の CLスペクトルを示すが、6 Kでは、7.63 eV にバンド端付近

（NBE）の発光を観測した他、6.83 eV、5.34 eVに深い準位が関与する発光帯が現れた。一方、溶

液比 999:1 で Zn をドープした薄膜では、図 2 に示すように、7.63 eV に NBE 発光を観測した他、

6.16 eV に深い準位が関与するブロードな発光帯が現れ、7.2 eV 付近にショルダーが観測された。

このショルダーは昇温と共に強度が減少したが、NBE発光との相対強度比を考慮すると、MgO 基

板で 6.83 eV付近に観測された深い準位が関与する発光帯とは異なる起源によるものと考えられ、

Zn ドープにより発生した新たな発光であると推察される。GaPでは Nをドープすることで等電子

トラップ発光が観測される[4]。Zn ドープMgO でも同様に、等ホールトラップ発光が観測されて

いるのではないかと考えられるが、詳細は継続して検討する必要がある。 
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Fig. 2. CL spectra of Zn-doped MgO film 
with Mg to Zn ratio of 999:1. Fig. 1. CL spectra of MgO substrate. 
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